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ラムダ宇形負性抵抗素子   _|

電圧ゼジサf‐ スイしデング用    ‐―

■特 長 丁 |  ・      ~
bPチ ャネル接合形 FETと Nチ ャネル接合形 FETを

事レ
～
手瑞子素子。| :二

「      ―_ _
OA(ラムダ)字負性抵抗特性を有する。

1チ ップに集積 し構

(Ta=25° C)

重 電気的特 l■ (Ta=25°C)

バレー電圧 ランク分頚

Class Q R S

4.0・-4.3Vv(V) 2.5～ 3.3 3.0～ 3.8 3.5～ 4_3
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流 IPと ビ=ク電圧 VPは ,′lレ ーヨ王に対して次
ベー

,′
の IP T`VVお よび

VP」 Vv特性曲線のような代表的相関関係をもちます。

Nチ ャネル」‐FE=

Pチ ャネルJ―FET

一一一一一一一一一一一一一

電 圧 (+)

動作周囲温度

Tstく    |-50～ +17二
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n min t,っ

V 【P(△ IF/△VF=0)
1.1 3_0 V

パレー電圧 Vv= IF=0 1μ A

I VP(△ IF/△VF=0) 0 06 0.18 0 45

リー ク電流 IL VF=7V
5 ぶ

VFB IF=10 μA
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